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１．概要（Summary） 

ナノスケールの新規材料の熱伝導性を明らかにするた

めには、マイクロ/ナノスケールの計測デバイスを用いた熱

伝導計測が重要であり、特に試料が薄膜の場合、試料表

面に描画された金属線へ交流電流を流して発熱量と細

線温度の変化から解析的に試料の熱伝導率を決定する

３ω法をはじめとした熱伝導測定技術を利用する必要が

あり、電子線描画などのリソグラフィ技術を駆使したデバイ

ス製作が不可欠である。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
光リソグラフィ装置 MA-6、 高速大面積電子線描画装

置、LL 式高密度汎用スパッタリング装置など 
【実験方法】 

我々研究グループは、熱抵抗の大きいガラス基板表面

にあらかじめナノからマイクロスケールまで細線幅の異な

る金属線を加工したデバイスを大量に作成しておき、3ω
法によって同基板上に堆積させた薄膜材料の面内/面外

熱伝導率を別々に定量する研究を遂行している。4 イン

チのガラス基板上に高速大面積電子線描画装置を用い

てパターン描画した後、芝浦 CFS-4EP-LL などのスパッ

タ装置を用いて金属膜を堆積させた後、リフトオフ法によ

って金属構造を製作した。その後、表面に絶縁膜を堆積

させてパッド上の絶縁膜のみを光リソグラフィによって除

去した後、ダイサーによって切断して実験に利用した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. （a）に示したような測定デバイスを製作し、細線幅

に依存した熱拡散の違いを利用して、デバイス上に堆積

させたフレキシブル薄膜材料の熱伝導率の定量にこれま

でに成功している。また、Fig.(b)に示したようにカーボン

ナノチューブの水平配向膜のような面内/面外熱伝導率の

異方性の大きな材料の測定にも着手し、これまでに別の

手法と組み合わせることで異方性評価に成功している。 

 
Figure: (a) Optical image and schematics of 3 omega 
measurement device and (b) scanning microscope 
image of measurement sample. 

 
４．その他・特記事項（Others） 

本研究は JST 塩見 CREST「メカノ・サーマル機能化

による多機能汎用熱電デバイスの開発」の助成を受けて

いる。 
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